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計に必要な問題点をあきらかにしている。また，変換器材料として第 2 章にのべた Ni 膜を用いて量
産されたねじり波磁歪遅延線が実用にあたって十分な動作の安定性を示し，外国で開発された従来の
モード変換によるねじり波変換器と比較して構造の簡単な変換器が実用化された乙とをのべている。
第 4 章では，単軸磁気異方性磁歪膜のデジタノレ記憶への応用として，従来の薄膜記憶のように磁界
によらず超音波によって記憶内容の読出をおこなう新しい非破壊読出記憶を提案し，超音波読出記憶
一一 304-
の動作原理をあきらかにし，この記憶素子が情報処理装置の半固定記憶などに広く応用できることを
のべている。
第 5 章は結論であり，各章の結言をまとめてのべるとともに，おわりに本研究によって新しく得ら
れた結果と今後の問題点とを総括的にのべている。
論文の審査結果の要旨
本論文に述べられている研究の業績はつぎの通りである。
まず，電着形磁歪変換器に用いられる単軸磁気異方性をあたえた磁歪膜の磁化・磁歪現象を表現す
る新しい磁化モデノレが提案され，ピーデマン効果などの磁歪膜の磁気的な現象を表わす式が導びかれ
ている。つぎに，電着 Ni 膜の熱処理効果が詳細に検討され，本論文の著者によって見出された熱処
理によって Ni 膜に生じる異方性の誘因があきらかにされている。さらに，単軸磁気異方性磁歪膜を
応用した超音波遅延線用の新しいねじり波変換器および超音波によって記憶内容の読出しをおこなう
新しい非破壊読出し記憶が提案され，これらの装置の設計に必要な動作原理の理論的な解析ならびに
実験的な検討がおこなわれ，その特性が明らかにされている。
以上述べたように，本論文によってあきらかにされた新しい異方性電着膜による厳歪変換器の原理
およびその応用は情報処理技術の分野にひとつの新しい知見をもたらし，またすでに電着形磁歪変換
器をもっねじり超音波遅延線が実用化されるにいたっており，本研究の電子通信工学に寄与すると乙
ろが大きい。
よって本論文は博士論文として価値あるものと認める。
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